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導電性高分子は軽量かつ柔軟な導電性材料として注目されており、薄膜トランジスタや熱電素

子などへの応用が期待されている。特に、我々は電解質を用いた電気化学ドーピングにより、導

電性高分子 PBTTT（poly[2, 5-bis(3-alkythiophen-2-yl)thieno(3, 2-b)thiophene]）における金属的な伝

導や熱電特性の最大化などを実現した [1,2]。一方、先行研究において PBTTT は電荷輸送と熱電

特性が異なる伝導モデルにより説明されており [3,4]、詳細な伝導メカニズムの理解が強く求めら

れる。そこで本研究では、電気化学ドープ膜の電気伝導率およびゼーベック係数(S)の温度依存性

を測定し、電荷輸送と熱電特性の詳細な解明に取り組んだ。 

図 1に作製したデバイスの模式図を示す。フローコート法により製膜した PBTTT配向膜 [5] と

イオン液体 DEME-TFSI を用いた電解質トランジスタを作製し、ヒーター電極の通電加熱により

ソース電極・ドレイン電極間に温度差および熱起電力を誘起・計測した。加えて、ソース電極・

ドレイン電極間の温度差を計測するため、各電極抵抗の温度依存性を測定し、局所的な温度計と

した。キャリア濃度が低い試料（VG = －1.2 V ～ －1.4 V）は先行研究と定性的に一致する直線

的な Sの温度依存性を示した [3.4]。一方、高キャリア濃度の試料（VG = －1.8 V ～ －2.0 V）は、

室温において 10 V K-1以下のゼーベック係数を示し、先行研究よりも高いキャリア濃度の実現を

強く示唆する。加えて、S の温度依存性は負の y 切片を持つ直線となり、先行研究と全く異なる

振る舞いが観測された（図 2）。本結果は金属伝導との密接な関連が期待されるため、講演では我々

が電気伝導率の温度・磁場依存性より明らかにした金属的な伝導と可変領域ホッピング伝導が混

在するモデル [1,2] に基づき、特に高キャリア密度の試料における Sの温度依存性を議論する。 
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Fig.1 Schematic Illustration of Device Structure and  

Molecular Structures of PBTTT and DEME-TFSI. 

 

Fig.2 Temperature Dependence of 

Seebeck Coefficient. 
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